pnp-Germanium-Mesatronsistor
GF 147

Yerwendung
Der pnp-Germanium-Mesotransistor GF 147 ist zum Auf-

hou ven Vor-, Misch- und Qszillatorstufen im UHF-Be-
reich bis 900 MMz geeignet.

Gehdiuse

Baufarim A &/15 —~ 4o nach TGL 1171 811,
Der Koilektor ist vom Gehduse elekirisch isolied,
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Bild 1: Gehﬁuseabmessu-ngen

Masse

=04 g

Wermewiderstand

treitragend R = 750 grd/W
innerer Warmewlderstond Ry % 350 graf/W

Zuléissige Hochstwerte

—Ummn =20V — fp == 10 mA

—Uern =15V — =1 mA

—Uppo =03V Pro == 60 mia/
2] == 90 °C

Betriehstemperaturbereich

—25C L H <+ a0C

Lagertemperaiurbareich

— 80°C < P, < +75°C

Statische Kennwerte (#, = 25°C — 5 grd)
Reststrime

—lgpo= 1(L8pA  (—Ugso=20V)
= fopn = 20 {2 500) A {— Upgo =13 V)
—hgn="10{Z 100) xA {—Unpo=403V}

Gleichstromversttirkung

B = 50(>10) (~ Uegi = 10 ¥ — g =2 mA)
B=45 {—Urg= 5V; —lg=5mA)

Emitter-Basisspannung

— Upp = 340 mV
we Upp = 329G mV

{(—Upg=10V;, —Igp=2mA)
{(—Umz= 5V; —lip=5mA)

Dynamische Kennwerte

LeistungsverstGirkung {gemessen in angegebener Schal-
tung, Bild 2)

Vi =135 (2 11.5)dB  (—~Ugg=10V; —lg=2mA;
f=800MHz; R, =2k}

Rauschfaktor (gemessen in Schaltung nach Bild 2)

F=29{< 4 dB {(—Uop=10Y; —lg=2mA;
e 800 MHz; Ry == 608)

Ubergangsfrequenz

fp = 50 MMz {—Unp=10V; — = 2méi;

£ = 100 MHz)
Rickwirkungshopazitat
~—Cmm0,2 IJF (—Upg==10V; — EG:E mA;
 f== 100 MHz)
Riickwirkungszeitkonsianie '
r]]!'p’ Ch'.}m'iﬁps (_UGHE 10V: '_'—IG.:EmA;
f = 30 MHz)
Ausgangshapazitit
Cogty = 1,2-pF {—Upp==10V; - =0,
=100 MHz)
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Bitd 2: Schalimngsprinzip zur Vo -Messung und Rouschfakiormes-
sung bei 500 MHz

= des quf den Hollehior tronsformierte Lastwiderstand

? = Richiweri

Die bisher Gbliche Beschreibung des Hochfrequenzklein-
signalverhaltens durch die y-Parameter bringt eine Reihe
maitachnischer Nachieile mit sich, dJie bei hohen und
héchsten Frequenzen durch Ubergong zur Messung: der
S5-Porameter (Scottering- oder Streumetrizenparaometer)
vermieden werden. .
Bei der Messung der 5-Parameter ergeben sich haupt-
séichlich folgande Vorteile: Vermeidung von Kurzschlis-
sen und Leeridufen bei der Parametermessung, Verein-
fachung des gesamien Meficufbaus, ahsclute Sicherheit




gegenitber Schwingen des Priiflings, Messungen iiber
einen groBen Frequenzhereich ohne Umriisten des MeB-
aufbaus, _

Die 3-Parameter stellen Verhéiltnisse. zwischen zu- und
ablaufenden Wellen am Eingong und Ausgong eines
Vierpols dan

Sy == Eingangsreflexionsfaktor in bezug ocuf Zp bei
ousgangsseitigem AbschiuBl mit Zp, = Zp

Sy = Ausgongsreflexionsfaktor in bezug auf’ Zg bei
einggngsseitigem AbschluB mit Zg = Zn

5;» = RiidwiértsibertrogungsmaB mit Zo=—Zp und
iy == Ly

15,4 [* = Lelstungsverstéirkung riickwiirts mit Z1,= Zg und
Zip=1Ip

54 = VorwértsiibertragungsmaB mit 21, = Zy und
Zy=Ip

F S |2 = Leistungsverstrkung vorwiirts mit Zr, = Zyy und
Ly=1Ip

=l i frTA ——

Bild 3: — Iy =1 [— Up); Porametar: — b,

" §-Parameter

MeBebane 5 mm unter Gehduseboden

Yo = 16,67 m5 :
Basisschaftung: f = 800 MHz; — Upp = 10V,
—lp=2mA

Spp=076el {110°)

Sy = 0,015 21 {119

Sub == 1,16 &l {— 1259

Sty 0,97 &f {— 35%)

Emitferscholtung: f == 800 MMz; — Ugp = 10V
— f(;! = 2 mA

S0 = 0,21 & (1549

S}ge == 0,04 G-"_j (1000)

Sore = G,94 &l (299

Sone = 0,96 2T (— 379)

Die Fertigung wird im Kombinat VEB Halbleiterwerk
Fankfuri/Q., Betriech Rohrenwerk ,Atna Seghers® Nou-
haus om Rennweg, erfalgen.
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pnp-Germanium-

Mesatransistor GF 147

] £ 7o
] A N ;}'
I _____ i e [ - l 500 -
| s el ?1' ﬁl
< g2 LT
o o e g
‘;% . ‘é!; ﬁ 400
Cas
7 i - i
/ H 20} ~
B /1 N ™~
7 :
Ji' o

a i 2 3 & 5 &

I i —
g

Bild 8: Abhlngigheit des Kolleldor-Basis-

resistromes von dar Sperrschichtiemperotur,

[ B
_____ P! t ] —— o Upgry == 80 W
Pt Bifd 9: Abhiingigkeit der Uberpangsfre-
g 20 40 &8 8 quenz yorr  Kaollektorstrom, — LW = 10V,
W 9 —- t;, = 100 MHz
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Biid 10: Leistungsverstirkung bei 200 MHx afs Funklion des Kollelterstromes [Basis-
schaftung), — by = 12V, R, =1k, Ry — 242

Bitd 11: keistungsverstirhung bei 500 MHz ais Funktion des Xoliekiorstromes |[Bosis-
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Bild 14: Rauschfaktor bei 00 MMz in Abhingigkeit vom Kollekios
strom, — U =10V, Ry — 60 0k
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Bild 15: Rauechfakior bel 880 MHz i Abhéngigkeit von der Kotlek-
tor-Basis-Epannung. - b =2 mA, Ry — 60 & i a: 43 04 as a¢ 87 48 48 w0
’ PE71g] o
|
G'O / Gn 0.
} 50
w 75 V< f ’ .
= / p 10° 200 ¢ -»* &
u. 7 7

/ _.--E""-‘ - 30

&0 /" —30" -
.—--—P"""‘-—
55 500/ / m . 44
/ ~40° /] - —40° o W0 e
/ o e i N 5 P
50 — ~Lipg i ¥
Y g = : 2 Ten¥
s ~50° ~50° . L
a aas 09 85 i
0 5 W00 I 200 U 300 o 088 os 0 w0 K
W 1802 — 15250l —*—
1t o lnft b 20
Bild 14: Rouschfakior hei 500 MM: als Farktion des Gonerator-
widerstandes, — &)y, =0V, — - =2 mA
E
£0° .
8iitd 17: Eingangsreflexionsfuktor in Basisschaltung als Funktian der
Frequenz und des Koliektorstromes. — Ky, = 1BV, ¥, == 18,67 mS,
ne Meflobene 5 mm unter Gehiducebodon
¥
woe
Bild 18: Eingangsrafleciansfoktor in Emitterschultung aols Funktion
oo der Frequen: und des Noliektorstrames. - Wy == BV,
¥, — 16,67 m5, MelBebena 5 mm unter Gehtiuseboden
e
. Bild %%: Ausgungsreflexionstakior in Beasisschaltung als Funktion
230 der Freguenz wund der Kalfektor-Basisspesnung. — Ip = 2 mA,
¥, = 16,67 mS, MeScbene & mm unter Gehdusehodes
— e
Bild 20: Ausgangsreflaxionsfaktsr in Emitterschaltang als Funktion
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der Frequen: und der Kollektor-Emitterspanmang ~ t, == 2 mf,
Y. = 15,47 m5, Mefebene 5 mm unter Gehiuseboden



=50

-8

-G

_]'20{!

IRYE: L

~156°
a5

R 13 KB
1Smpt -

Bild# 21: ibertragungsmaB yorwiits in Basisscholiung cfs Funktion
der Frequenz und des Kellektorstriomes. — WU = 18V,
¥, = .67 m5, Mehlehane 5mm unter Gehiiuseboden
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Bifd 22: Uberiragungsmef worwiirts in Emitterschattung ols Funk-

fion de: Frequenz und des Kollektorstromes. - B, =10V,
¥, = 16,67 mS, MeBebene 5 mmy unter GehGuseboden
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Bild. 23: Uberbsegungsmal riickwiirtx in Basisschaltung ols Funkticn
der Frequenz und des Koflekiorstromes, - U g = 10V,
¥, = 16,67 m5. MaBebens 5 mm wnter Gehiiuseboden
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Bitd 24: Ubertragungsmol rilckwiists in Emitterschaltung abs Funk-
tion der Frequenaz und des Kollsktorstromes, Upy =10V,
¥, == 16,67 m3, MeBebene 5 mm unter Gehduseboden



